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Este invento se refiere a los dispositivos de conmuta~
cidn eldctrica y memoria y en particular a los de la clase de dispo-
gitivos biestables en los gue se mantiene un estado de alta o baja
impedancia.o un numero de estados intermedios en ausencia de cual-
quier corriente de polarizacion, después de haber sido eliminada la
corriente de conmutacién.

De acuerdo con el invento, se establece un dispositivo
de conmutacidn eléctrica y memoria que contiene una masa de waterial
vitreo con dos electrodos separados, que egtan en contacté intimo con
el material, comprendiendo el material vitreo un dxido de la clase
conocida como Oxidos vitrificantes y wn oxido de un metal de valen-

\

cia variablee

Se ha descubierto que si dos electrodos se hallan separg=-

dos por una porcidn delgada de material vitreo, con la que estan en
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intimo contacto, la conductividad, de por lo menos una parte, dei-A
material vitreo, plede ser alterada por la aplicacidn a los electro~
dos de una sefial eldctrica adeéuada. El material vitreo debe ser nor-
wmalmente considerado como un alslante y la resistividad especifica
del material es t{picamente, del orden de los 1010 ohmios/ cm. a la
temperatura ambiente, en uno de sus estados biestables. Por waterial
vitreo entendemos un material que normelmente se denomina vidrio,
vitreo o amorfo.'Otra manera de describir estos materiales es di-
ciendo que el orden o repeticion regular de &tomos y espacios ge da

a lo sumo por unos' pocos espacios atdmicos. Los cristales que esco-
gemos normalmente para el uso son los que se baggﬁ en Gxidos de elg-
mentos adecuados y, en particular, los gque contienen 5i02, 3203 6
P205 como Sxido vitrificante, junto con umo o mds oxidos metdlicoss °

En una dptimea vealizacidn, el material vitreo de compone
de al menos un 6xido vitrificante, al menos de un oxido de un metal
del Grupo II de la tabla Periddica y el menos de un oxido de un metal
de valencia variable. Un ejemplo de este material lo constituye wn
compuesto de 1,2 gr. de éxido worico, 0,4 gr. de Oxido cdlcico y 1,0
gr. de oxido de cobre (Cul).

Las qaracteristicas mencionadas y otras propias del in=-
vento se pondrén més claras y comprensivas con la descripcidn que si-
gue ﬁe ung, realizacidn del mismo, junto con los dibujos que se agom-
pafian; y en los que la fig. 1 es una seccion en elevacion de un dis-
positivo de oonmuﬁacién, la Fig. 2 es una secoidn en elevacion de un
dispositivo de conmutacion de otra forma diferente, y la Fig. 3 es
wna ilustracidn grafica de una caracterfstica tipica de tensidn /
intensidad de un dispositivo como el indicado en la Fig. 1.

El dispositivo representado en la Figs. 1 se ha hecho por
la fusidn de wna mezcla de 1,2 gr. de oxido de borico, 0,4 gr. de Oxi-

do céleico y 1,0 gr. de cobre (Cu0) en un crisol de porcelana, al’
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aire, a una temperatura de 11508C,

Dentro del material vitreo fundido se introduce un alam-
bre de platino 10 de unos 0,5 mﬁ. de grueso y se saca una masa de
cristal 11 de ia fundicidn. Lo masa se vuelve a calentar & conbi-
nuacion hasta su fusidn, introduciéndo un segundo alembre de pla-
tino 12 en la misma, de tal manera que los extremos de los dos alam-
bres quedén separados por una pelicula de cristal de unas 50 milé-
simas de milimetro de espesor.

BEste dispositivo, al ser medido con tensiones pequeﬁas,
presenta la alta impedancia caracteristica 20, normalmente asociada
a los materiales vitrcoss. Se com:orta como una resistencia ohmica

s

con caractorfstica simétrica de tensidn / intensidad y una resis-

1e ohmios.

tencia entre 106 vy 10

En glgunos casos, puede ser necesario aplicar una ton-
sidn inicial de "formade" antas de que el dispositivo presente esa
baja impedancia qué nos interese. Bsta tension de formado cs nor-
melmente mucho mayor que cualquiers de las ftensiones de conmutacion
gque sc seguirdn; del orden de varios clemtos de voltios en todzs
direcciones. Es de la mayor importancie que el dispositivo se fb;—
me en un circuito en el que la intensidad del pico existente des—
pués de la rupturs inicial se limite por cl mismo circuito a unos
pocos miliamperiog. Un buen procedimicnto para lograr esto es el
cmpleo de una resistencia de 105 ohmios / cm. en serie con el dis—
positivo durante la operacion de formado.

El dispositivo formado presenta ahora una baja impedan—
cia, normalmente de 10 obmios, y de ahora cn adelante a esite estado
le denominarcmos "Cerrado". Ahora se mantendra cerrado indefinida~
mente en circuito abierto, en corto circuito o cuando se aplique
a sug terminales una pequeila tension alterna o continua. La carac—

teristica 21, de baja impedancia, ¢z también simétrica.
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Para hacer la oconmutacion del dispositivo, del estado

. 4e
“cerrado" de baja impedancia al estado "abiedo" de alta impedancia,
es necesario aplicarle una corriente pﬁlsatoria Is' Bsta corriente
pulsatoria Is deberd tener un rdpido cawbio de intensidad con el
tiempo, con curva de forma convenientemente escuaﬁrada o con sus
cogtados poco inclinados, con duracidn que no exceda de 1 /u Segee

El dispositivo permanccera -indefinidamente en el estad;
de "abierto" cuando esté en circuito abierto gien werte ciréuifo y
cuando se le aplique una tensicn inferior a la de eonmutacion VE.

Al serle aplicada una tensidn igual o superior a VB, el dispositive
vuelve a estar wna vez mas “cerrado”.

En la Fig. 2 se muestra una construccidn diferente a la de
la Figs 1. En ésta, los electrodos de alambre 30 y 31 se encuentran
dispuestos en angulo recto entre si y solapadoé de forma qﬁe el eloo-
trodo 31 pasa por encima del 30 a una distancia de uwnas 50 milésimas
de milimétro. L2 ventaja de esta.construccién os que el paso de la
corriente se restringe a una zonag particular del metorial, estande
muy definido 6l camino mas corto entre los dos electrodos, Ello cone
trasta con lo que ocurre en la construceion de la Figs 1, en la que
el pamo de corricnte entre las dos supcrficies planes y paralelas no
pucde dofinirse claramente, al menos cue ambas superficies se rad?z—
can congiderablemente. Las caracteristicas del dispositivo que se
muestra on la Fig. 2 son similares a las de la Fig. 3.

En la doscripeidn precedente se ha deserito un método
para la obtencidn de un dispositivo de conmubacidn. Otro método con-
siste en preparar una delgada pelicula de dxide vitrificante sobre
un subestrato adecuade y a continuacidn depositar una peligula dol
motal o metelos que han de proporcionar al cristal los dxidos meté-
licos sobre dicha superficie vitrificante., La estructura asi compucs=-

ta sc calicnta ontonces en presencia de una atmdsfera de oxigeno,
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produciéndose una delgada pelicula de cristal sobre el subestrato
metdlico. Bl segundo electrodo se obtiene con la vaporizacion de uma
diserota porcidn de la superficie del métal sobre la superfieie su=-

perior del cristal y haciendo contacto por presisn o soldadura con
esta superficie.

Otro metodo mds para preparar un dispositivo es hacer
pasar una descarge incandescente a través de una mezcla & baje pre—
sion de oxigeno y compuestos volatiles de los olementos con los que
se hace ol cristal, teniendo un subestrato metalico caliente conve—
nientemente colocado para que reciba un deposito del cristal. Este
ultimo proceso se pucde llevar a cabo segun se indica en la patente
Ne. 19219 (H.F.Sterling - B,C,6.Swam 32/34/35/36 ~ 1/2/3/4). E1
cristal se puede depositar también sobre un metal o sobre otro subes-—
trato conductor, por evaporacion al vacio de un material adecuado.

Otra'composicién de material vitreo adecuads parz un
dispositivo de conmutacion se basa en el empleo del pentoxido de
fosforo como vitrificante, conteniendo un oxido de tungsteno, que es
un metal de valenciz variable.

También e ha visto que es adecuada para un dispositivo
de conmutacion otra composicidn de un cristal en el gue el vitrifi-
cante es un pentoxido de fdsforo, oxido de cadmio es ol dxido del
metal del grupo 11 y la cantidad de Sxido metdlico de valencia va-
riable que se aplica es la waxima que se puede afiadir sin producir
la devitrificacion del cristal.

En otra construccidn, el'material vitreo tiene la forma
de una capa depositada sobre un electrodo subestrato, con uno o va=
rios electrodos independientes formados en la parte superior del dew
posito de oristals

Este invento corresponde a una solicitud de patente for=

muleda en Inglaterra el dafa 10 de Noviembre de 1965, sefialada con el
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ne 47.656/65 y se acoge, por lo tanto a los boneficios que otorgan

los convenios internzcionales vigentes.

los puntos de invencidn propia y nueva'que so presentan
para que sean objoto de esta patente de veinte afios son los sigulen-
tess .

1 - Un didpositivo de conmutecidn q}éd%rica ¥y memoria gque
contiene una masa de material vitreo con dos eleétrédoa separados,
que estdn en intimo contacto con el material, comprendiendo el ma—
terial vitreo un oxido de la clase técniceamente conocida como dxidos
vitrificantes y un dxido de un mctal de valencia variables

2 - Un dispositivo.de acuerdo con la reivindicacion 1 en
ol que ¢l material vitreo se¢ compone al menos de un dxido vitrifi-
cante, al menos de un oxido do un metal QGl Grupo II de la Table Pe~
ricdica y al menos de un oxido de un metal de valencia variablee

3 =~ Un dispositivo de acuerdo con ls reivindicacidn 2 en

la .ue el dxido vitrificante es dxido bdrico y el dxido de un metal

" de valencia variable es dxido de cobre (Cu0).

4 - Un dispositivo de acuerdo con la reivindicacidn 3
en 2l gque cl material vitreo comprende oxido de caleio.

5 ~ Un dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 2 en
el que cl Sxido vitrificante es pentdxido de £dstoro ¥y en el que es
un principal constituyente el dxido de tungsteno.

6 ~ Un dispositivo de acuerdo con la reivindicacidn 2
en el gue el d«ido vifrificante es wn pentéxggofgsggrgl que el oXi-
do del metal del Grupo 11l es oxido de cadmio.

7 = Un dispositivo de acuerdo con la reivindiocacidn 6
en ol que la cantidad de dxido de un metal de valencia variable no

excede de la maxime requerida para gque no se presente la dovitrifica-

¢idn dol eristal.
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8 = Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las anteriores rei-

Te

vindioéciones en el que los electrodos son de platino.

9 ~ Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de lag an-
teriores reivindicaciones en el que los eleotrodos son coaxliales y
estdn separados por unu delgada peliculs del material vitrificado.

10 ~ Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las rei-—
vindicaciones 1 & 8 cn el que los electrodos estan dispuestos entre
s{ en angulo recto y separados por una delgada pelicula del mate=
rial vitrificado.

11 - Un dispositivo de acuerdo con cualgquiers de 1as'rei-
vindicaciones 1 a 8 en el que el cristel esta formado como una pelfou~
la sobre un electrodo subestrato y en la parte superior del deposito
de cristal hay formados uno o mas electrodos independicntes.

12 - Un dispositivo de acuerdo con cualguiers de las pfe—
cedentes reivindicaoiones en el que los eleptrodos son alambres que
estdn irsertados en una masa del material vitreo.

13 = Un dispositivo de acuerdo con las reivindicaciones
16 2 en el quo el 6xido vitrificante e¢s dxido de silfcio.

14 ~ Un dispositivo substancialmente como ha sido descritoe

15 = Un dispositivo substancialmente como haAsido descerito Jg
con referencia a las Fig. 1 ¢ Fig. 2 de los dibujos que se acompafiane

16 - Un dispositiva de conputacion eldgtrica y womoria.

Pzl y como ge ha descrito en 12 Lemoric ¢re an#ecsde;
rapreseniaaa on los dibijo§ que e acompahan y a los fines cspocifi-
0::(!0!3- .

Bata Monoria cons b Co aictelnjasuusc-iués'¥;¢idﬂa‘e0¥a'ckia.m
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16 - Un diSpdsitivo de conmutaci&i eléotrioa y memoria.
185 V Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede;
representado en los dibujos que se acompalan y a los fines especi-
ficadose
Esta memoria consta de ocho hojas esoritas por una sola

caréas -

5 NOV. 1966
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